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@ Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterscheibe 

(57). Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer Halbleiterscheibe durch Atzen der Halbleiter- 
scheibe, wobei ein Atzmedium entlang einer Stromungs- 
richtung laminar zu einer Kante der Halbleiterscheibe 
stromt. Wesentliches Merkmal des Verfahrens ist, dafc vor 
der Kante der Halbleiterscheibe ein SchutzschNd ange- 
ordnet wird, so daft das Atzmedium gegen das Schutz- 
schild und nicht gegen die Kante der Halbleiterscheibe 
stromt. Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Verfah- 
ren, das dadurch gekennzeichnet ist, daft die Halbleiter- 
scheibe in Bezug auf die Stromungsrichtung des Atzme- 
diurns geneigt wird, so daft zwischen der Stromungsrich- 
tung des Atzmediums und einer ersten Seite der Halblei- 
terscheibe ein Winkel von kleiner als 180° und zwischen 
der Stromungsrichtung des Atzmediums und einer zwei- 
ten Seite der Halbleiterscheibe ein Winkel von grower als 
180° besteht, und die zweite Seite der Halbleiterscheibe 
spater poliert wird. 
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Beschreibung 



Die vorliegende-Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her- 
stellung einer Halbleiterscheibe dureh Atzen und gegebe- 
nenfalls Polieren der Halbleiterscheibe. 5 

Verfahren zum Atzen einer Halbleiterscheibe sind bei- 
spielsweise in der US-5,451 ,267, in der EP-930 640 A2 und 
der EP-673 545 Bl beschrieben. Dabei stromt ein Atzme- 
dium frontal gegen eine Kante der Halbleiterscheibe, wah- 
rend sich die Halbleiterscheibe gegebenenfalls dreht. Wird 10 
eine derartig behandelte Halbleiterscheibe spater einseitig 
poliert, so ist in einem Randbereich der polierten Seite der 
Halbleiterscheibe eine Erhohung feststellbar, die sich ring- 
formig entiang des Umf angs der Halbleiterscheibe erstreckt. 
Die Oberflachenstruktur einer solchen Halbleiterscheibe ist 15 
in Fig. 1 dargestellt. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren 
zur Herstellung einer Halbleiterscheibe anzugeben, bei dem 
die Entstehung der erwahnten, im Englischen edge gutter 
genannten Erhohung vermieden wird. 20 

GemaB einer ersten Ausgestaltung der Erflndung wird die 
Aufgabe gelost durch ein Verfahren zur Herstellung einer 
Halbleiterscheibe durch Atzen der Halbleiterscheibe, wobei 
ein Atzmedium entlang einer Stromungsrichtung laminar zu 
einer Kante der Halbleiterscheibe stromt, das dadurch ge- 25 
kennzeichnet ist, daB vor der Kante der Halbleiterscheibe 
ein Schutzschild angeordnet wird, so daB das Atzmedium 
gegen das Schutzschild und nicht gegen die Kante der Halb- 
leiterscheibe stromt. 

GemaB einer zweiten Ausgestaltung der Erflndung wird 30 
die Aufgabe gelost durch ein Verfahren zur Herstellung ei- 
ner Halbleiterscheibe durch Atzen und Polieren der Halblei- 
terscheibe, wobei beim Atzen der Halbleiterscheibe ein Atz- 
medium entlang einer Stromungsrichtung laminar zu einer 
Kante der Halbleiterscheibe stromt, das dadurch gekenn- 35 
zeichnet ist, daB die Halbleiterscheibe in Bezug auf die Stro- 
mungsrichtung des Atzmediums geneigt wird, so daB zwi- 
schen der Stromungsrichtung des Atzmediums und einer er- 
sten Seite der Halbleiterscheibe ein Winkel von kleiner als 
1 80° und zwischen der Stromungsrichtung des Atzmediums 40 
und einer zweiten Seite der Halbleiterscheibe ein Winkel 
von groBer als 180° besteht, und die zweite Seite der Halb- 
leiterscheibe spater poliert wird. 

Die Erfindung wird nachfolgend mit Unterstiitzung von 
Figuren weiter erlautert. Fig. 2 zeigt in Draufsicht eine 45 
Halbleiterscheibe und ein Schutzschild gemaB der ersten 
Ausgestaltung der Erfindung. Fig. 3 zeigt die Anordnung ei- 
ner Halbleiterscheibe relativ zur Stromungsrichtung des 
Atzmediums gemaB der zweiten Ausgestaltungsform der 
Erfindung. In den Fig. 4 und 5 sind der Stand der Technik 50 
und die Erfindung gemaB der ersten Ausgestaltungsform 
einander gegen ubergestellt, um die Wirkung des Schutz- 
schilds zu verdeutlichen. 

Untersuchungen der Erfinder haben ergeben, daB sich das 
Atzmedium hinter der Kante der Halbleiterscheibe 1 verwir- 55 
belt, wenn das Atzmedium nach der bisher iiblichen Art in 
einem laminaren Strom 2 frontal gegen die Kante 3 der 
Halbleiterscheibe stromt. Diese Situation ist in Fig. 4 darge- 
stellt. Durch die Verwirbelungen 4 entsteht ein verstarkter 
Atzabtrag im Randbereich auf beiden Seiten der Halbleiter- 60 
scheibe. Nach einer Politur einer Seite der Halbleiterscheibe 
wird daraus die erwahnte Erhohung im Randbereich der po- 
lierten Seite der Halbleiterscheibe. 

Wenn gemaB der ersten Ausgestaltung der Erfindung ein 
Schutzschild vor der Kante der Halbleiterscheibe angeord- 65 
net wird, dann wird eine sich ausbildende turbulente Grenz- 
schicht des Atzmediums von den Seiten der . HalhJeiter- 
scheibe ferngehalten. 



In Fig. 2 ist dargestellt, wie die von einem Atzmedium la- 
minar angestromte Kante der Halbleiterscheibe von einem 
Schutzschild abgeschirmt wird. Das Schutzschild 5 verfugt 
in der gezeigten Ausfuhrungsform iiber Paare von Fiihrun r 
gen 6, zwischen denen die Halbleiterscheibe 1 gehalten und 
gegebenenfalls gedreht wird. Die Wirkung des Schutz* 
schilds, dessen Dicke vorzugsweise der Dicke der Halblei- 
terscheibe entspricht, ist in Fig. 5 deutlich gemacht. Eine la- 
mi nare Stromung 2 des Atzmediums trifTt auf der Stimseite 
7 des Schutzschilds 5 auf. Unmittellbar hinter der Stirnseite 
bilden sich auf beiden Seiten des Schutzschilds Grenz- 
schichten mit turbulenter Stromung 4 aus. Dies geschieht 
auch dann, wenn die Stirnseite wie in der Fig. 5 angedeutet 
ist, eine abgerundete Form besitzt. Bis das Atzmedium die 
Halbleiterscheibe 1 erreicht, ist die Stromung nur noch lami- 
nar, so daB ein gleichmaBiger Atzabtrag gewahrleistet ist! 
Dies ist nicht der Fall, wenn auf das Schutzschild verzichtet 
wird und das Atzmedium frontal gegen die Kante der Halb- 
leiterscheibe stromt. 

GemaB der zweiten Ausgestaltung der Erfindung wird auf 
das Schutzschild verzichtet und die Halbleiterscheibe in Be- 
zug auf die Stromungsrichtung des zur Kante der Halbleiter- 
scheibe stromenden Atzmediums etwas geneigt, und die 
Halbleiterscheibe spater poliert. Fig. 3 zeigt die Situation, 
wenn die Halbleiterscheibe erfindungsgemaB um vorzugs- 
weise 1 bis 10° aus der Stromungsrichtung des zur Halblei- 
terscheibe flieBenden Atzmediums geneigt angeordnet wird. 
Dann besteht zwischen der Stromungsrichtung des laminar 
zur Kante der Halbleiterscheibe stromenden Atzmediums 2 
und einer ersten Seite 8 der Halbleiterscheibe 1 ein Winkel 
von kleiner als 180° und zwischen der Stromungsrichtung 
des laminar zur Halbleiterscheibe stromenden Atzmediums 
2 und einer zweiten Seite 9 der Halbleiterscheibe 1 ein Win- 
kel von groBer als 180°. Beim Auftreffen des Atzmediums 
auf die Kante 3 der Halbleiterscheibe verandert sich die 
Richtung der laminaren Stromung entsprechend der Nei- 
gung der Halbleiterscheibe. Dariiber hinaus bildet sich nur 
hinter der Kante an der zweiten Seite 9 der Halbleiterscheibe 
1 eine Grenzschicht mit turbulenter Stromung 4 aus, die in 
diesem Bereich der Halbleiterscheibe einen erhohten Atzab- 
trag bewirkt. Die entstehende einseitige Unebenheit der 
Halbleiterscheibe wird spater beseitigt, indem die zweite 
Seite der Halbleiterscheibe poliert wird. 

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, die 
Merkmale der beiden ersten Ausgestaltungen zu kombinie- 
ren, das heiBt, ein Schutzschild vor Kante der Halbleiter- 
scheibe anzuordnen, die Halbleiterscheibe aus der Stro- 
mungsrichtung zu neigen und spater die zweite Seite der 
Halbleiterscheibe zu polieren. 

Paten tanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterscheibe 
durch Atzen der Halbleiterscheibe, wobei ein Atzme- 
dium entlang einer Stromungsrichtung laminar zu einer 
Kante der Halbleiterscheibe stromt, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB vor der Kante der Halbleiterscheibe ein 
Schutzschild angeordnet wird, so daB das Atzmedium 
gegen das Schutzschild und nicht gegen die Kante der 
Halbleiterscheibe stromt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Halbleiterscheibe in Bezug auf die Stro- 
mungsrichtung des Atzmediums geneigt wird, so daB 
zwischen der Stromungsrichtung des Atzmediums und 
einer ersten Seite der Halbleiterscheibe ein Winkel von 
kleiner als 180° und zwischen der Stromungsrichtung 
des Atzmediums und einer zweiten Seite der Halblei- 
terscheibe ein Winkel von groBer als 180° besteht, und 



DE 100 02 354 A 1 

3 

die zweite Seite der Halbleiterscheibe spiiter poliert 
wird. 

3. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterscheibe 
durch Atzen und Polieren der Halbleiterscheibe, wobei 
beim Atzen der Halbleiterscheibe ein Atzmedium ent- 5 
lang einer Stromungsrichtung laminar zu einer Kante 
der Halbleiterscheibe stromt, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Halbleiterscheibe in Bezug auf die Stromungs- 
richtung des Atzmediums geneigt wird, so daB zwi- 
schen der Stromungsrichtung des Atzmediums und ei- 10 
ner ersten Seite der Halbleiterscheibe ein Winkel von 
kleiner als 180° und zwischen der Stromungsrichtung 
des Atzmediums und einer zweiten Seite der Halblei- 
terscheibe ein Winkel von groBer als 180° besteht, und 
die zweite Seite der Halbleiterscheibe spater poliert 15 
wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Halbleiterscheibe wah- 
rend des Atzens gedreht wird. 

5. Verfahren. nach einem der Anspruche 2 bis 4, da- 20 
durch gekennzeichnet, das die Halbleiterscheibe um 1 
bis 10° aus der Stromungsrichtung des Atzmittels ge- 
neigt wird. 
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102 032/56 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 Nummer: DE 100 02 354 AT 

. Int. CI. 7 : HOI L 21/306 

'* '>-" < ; "* ; v \ p Offenlegungstag: 9. August 2001 




Fig. 2 



102 032/56 



ZEICHNUNGEN SEITE 3 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE100 02 354A1 
HOI L 21/306 

9. August 2001 




Fig. 3 
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